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１．概要（Summary） 

AlGaN/GaN 高電子移動度トランジスタ（HEMT）は

高周波パワースイッチング素子として有望視されているが、

しきい値電圧の安定性等に課題がある。本研究では、素

子間の分離に ICP エッチング、ゲートリセス加工に光電

気化学(PEC)エッチングを用いて、しきい値のばらつきが

少なく制御性の良いデバイス作製プロセスを開発した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 ICP 高密度プラズマエッチング

装置（RIE-101iHS） 

【実験方法】 

AlGaN (25 nm)/GaN ヘテロ構造に対し、はじめに

PEC エッチングによりゲート電極部にリセス加工を施し、

次に ICP エッチングにより素子と素子の間を深さ約 50nm

エッチングした。ICP 条件は（ICP power:150W, RF 

power: 30W, BCl3/Cl2 = 3/4 sccm で約 100 nm/min）。

最後に、ソース-ドレイン電極とゲート電極を形成した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

PEC エッチングレートは 0.12nm/min と低速であり、条

件によっては自己停止機構が利用できるなど、エッチング

深さの精密な制御が可能である。Fig. 1 に作製したリセス

ゲート HEMT の伝達特性を示す。PEC エッチング前の

Planar-gate 試料と比べ、リセス加工によりしきい値電圧

は正方向にシフトした。また、AlGaN の残厚 6nm（PEC

エッチング：19nm）の試料では、しきい値電圧が完全に

「正（＞０）」となり、パワーデバイスには必須なノーマリー

オフ動作を達成した。さらに、エミッション顕微鏡による評

価では、PEC エッチングによりゲートリーク電流は抑制さ

れ、無加工の Planar-gate 試料にみられたリークスポット

も消失した。これは、AlGaN 表面に残留していた欠陥や

プロセス損傷が、低エネルギー加工法である PEC エッチ

ングにより除去されたためだと考えられる。 
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Fig. 1 Transfer characteristics of planar-gate and 

recessed-gate Schottky HEMTs. 


